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一种用于批量移转微半导体结构的方法，包

括下列步骤：于一半导体器件上贴附一黏着材；

其中，该半导体器件包括一原生基板、以及由该

原生基板成长的阵列式微半导体结构，该阵列式

微半导体结构是定义多个微半导体结构以阵列

排列所构成；自该原生基板选择性地剥离该阵列

式微半导体结构的一部分，使被批量选择的阵列

式微半导体结构于该原生基板离开后仍留置于

该黏着材；以及提供一黏贴装置，将该批量的阵

列式微半导体结构，移转至一目标基板。
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1.一种用于批量移转微半导体结构的方法，包括：

于一半导体器件上贴附一黏着材；其中，所述半导体器件包括一原生基板、以及由所述

原生基板成长的阵列式微半导体结构，所述阵列式微半导体结构是定义多个微半导体结构

以阵列排列所构成；

自所述原生基板选择性地剥离所述阵列式微半导体结构的一部分，使被批量选择的阵

列式微半导体结构于所述原生基板离开后仍留置于所述黏着材；以及

提供一黏贴装置，将所述批量的阵列式微半导体结构经由所述黏贴装置移转至一目标

基板。

2.如权利要求1所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

由所述原生基板选择性地剥离的所述阵列式微半导体结构的一部分的步骤中或后，进

一步包括：

未被批量选择的阵列式微半导体结构，随所述原生基板离开所述黏着材。

3.如权利要求1所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

自所述原生基板选择性地剥离的所述阵列式微半导体结构的一部分的步骤中，包括：

以雷射剥离技术于所述原生基板选择性地剥离所述阵列式微半导体结构的一部分。

4.如权利要求1所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置具有保持均一平整的一黏贴表面。

5.如权利要求4所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置包括一黏贴平面；所述黏贴表面形成于所述黏贴平面。

6.如权利要求4所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置包括至少一黏贴滚轮；所述黏贴表面形成于所述黏贴滚轮。

7.如权利要求3所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置具有保持均一平整的一黏贴表面。

8.如权利要求7所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置包括一黏贴平面；所述黏贴表面形成于所述黏贴平面。

9.如权利要求7所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置包括至少一黏贴滚轮；所述黏贴表面形成于所述黏贴滚轮。

10.如权利要求1至9中任一项所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

贴附所述黏着材至所述半导体器件的步骤前，进一步包括：

于所述原生基板上成长的所述阵列式微半导体结构，为完成至少一磊晶层并已受定义

的多个微半导体结构。

11.如权利要求10中所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置移转所述批量的阵列式微半导体结构的步骤前或中或同时或后，进一步

包括：

于所述目标基板上的所述批量的阵列式微半导体结构，为水平式电极的微发光二极管

晶粒。

12.如权利要求10中所述的批量移转微半导体结构的方法，其中：

所述黏贴装置移转所述批量的阵列式微半导体结构的步骤前或中或同时或后，进一步

包括：

权　利　要　求　书 1/2 页

2

CN 109309038 A

2



于所述目标基板上的所述批量的阵列式微半导体结构，为垂直式电极的微发光二极管

晶粒。
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用于批量移转微半导体结构的方法

技术领域

[0001] 本发明是关于一种微半导体结构的制作过程，特别是关于一种微半导体结构的批

量移转制作过程。

背景技术

[0002] 微发光二极管(micro  LED)的产品寿命、能耗、可视角与解析度均优于软性主动式

有机发光二极管(flexible  AMOLED  display)，应有市场上的优势；然而，微发光二极管在

电路驱动设计、LED均匀度、巨量移转的实务上，仍有技术门坎与限制。

[0003] 传统发光二极管(边长超过100微米)通常在磊晶(epitaxy)制作过程后，通过一系

列制作过程形成阵列排列的发光二极管晶粒，欲转置于一承载底材上，是采用一选取头

(pick-up  head)对应一晶粒的方式，自前述承载底材执行挑选与转移。然而，在发光二极管

微米化的制作中，传统制作过程可能遇到几个难题：例如，微发光二极管晶粒的边长尺寸相

对较小(如100微米以下、或以下等级)，选取头的尺寸有微缩下限，选取头尺寸大于发光二

极管晶粒，导致无法有效拾取微发光二极管晶粒；又如，晶粒尺寸的微米化，意谓同尺寸晶

圆所能成形的晶粒数量将巨量增加，传统制作过程中以一对一拾取的方式，势必无法满足

巨量移转微发光二极管晶粒的需求，导致微发光二极管的产率极低。

[0004] 业界有利用微接触印刷(micro  contact  printing)技术，使聚合物材料模板上预

设有巨量的凹凸图案，用来对应所要选取的微发光二极管晶粒，以达到巨量移转的要求。

但，实务上同样也因微发光二极管晶粒的尺寸偏小，聚合物材料模板上两相邻凸点(或凹

点)有难以控制间距的困难，且更困难的是，即便凸点能精确选取并下压黏取所欲移动的目

标晶粒，但聚合物材料的硬度与黏性必先控制精准，尽量降低因受力变形而黏住目标晶粒

的相邻晶粒的机率。

[0005] 因此，实务上急欲发展更有弹性运作的制作过程。

发明内容

[0006] 有鉴于此，本发明在提供一种用于批量移转微半导体结构的方法，进行批量或巨

量移转微半导体结构至目标基板上，可广泛地应用于各种微半导体结构的批量或巨量移转

领域。

[0007] 有鉴于此，本发明在提供一种用于批量移转微半导体结构的方法，可选择性雷射

剥除(laser  lift-off,LLO)微半导体结构，以进行批量或巨量移转。

[0008] 为此，本发明提出一种用于批量移转微半导体结构的方法，包括下列步骤：

[0009] 于一半导体器件上贴附一黏着材；其中，该半导体器件包括一原生基板、以及由该

原生基板成长的阵列式微半导体结构，该阵列式微半导体结构是定义多个微半导体结构以

阵列排列所构成；

[0010] 自该原生基板选择性地剥离该阵列式微半导体结构的一部分，使被批量选择的阵

列式微半导体结构于该原生基板离开后仍留置于该黏着材；以及
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[0011] 提供一黏贴装置，将该批量的阵列式微半导体结构，移转至一目标基板。

附图说明

[0012] 图1A、1B、1C为本发明的用于批量移转微半导体结构的方法的第一、第二、第三实

施例流程图；

[0013] 图2A至图2I为图1A的制作过程示意图；

[0014] 图3A至图3G为图1A的另一制作过程示意图；

[0015] 图4A至图4B为图1A的又一制作过程示意图；

[0016] 图5A为图1A的再一制作过程示意图；

[0017] 图6A至图6B为图1B的局部制作过程示意图；以及

[0018] 图7A至图7B、图8A至图8D为图1C的制作过程示意图。

具体实施方式

[0019] 本发明关于一种用于批量移转微半导体结构的方法，可允许阵列式排列的微尺度

结构/器件，并进行批量拾取并整合至非原生基板上，而不发生对结构/器件自身的损坏。以

下兹配合附图、图号说明、组件符号，详细介绍本发明的具体实施例如后；在附图中，类似元

件符号大体上指示相同、功能上类似及/或结构上类似的元件；此外，元件符号仅供对元件、

流程、步骤等说明之用，而对组件之间的顺序、上下层关系的限定，除非以文内定义，否则仅

供示例与说明。

[0020] 如本文所使用“半导体结构”、“半导体器件”同义使用且广泛地是指一半导体材

料、晶粒、结构、器件、一器件的组件、或一半成品。所使用“微”半导体结构、“微”半导体器件

是同义使用且泛指微尺度。半导体元件包含高质量单晶半导体及多晶半导体、经由高温处

理而制造的半导体材料、掺杂半导体材料、有机及无机半导体，以及具有一或多个额外半导

体组件或非半导体组件的组合半导体材料及结构(诸如，介电层或材料，或导电层或材料)。

半导体组件包含(但不限于)晶体管、包含太阳能电池的光伏打器件、二极管、发光二极管、

雷射、p～n接面、光电二极管、集成电路及传感器的半导体器件及器件组件。此外，半导体组

件可指形成一功能性半导体器件或产品之一部件或部分。

[0021] 如本文中所使用的“目标基板”指用于接收“微半导体结构”的非原生基板。原生基

板或非原生基板的材料的实施例包含聚合物、塑料、树脂、聚酰亚胺、聚萘二甲酸乙二酯、聚

对苯二甲酸伸乙基酯、金属、金属箔、玻璃、可挠性玻璃、半导体、蓝宝石、或薄膜晶体管

(thin  film  transistor,TFT)等等。

[0022] 为便于理解与说明，本文所使用“微半导体结构”以微发光二极管晶粒、或为完成

至少一磊晶层并已受定义的多个微半导体结构的半成品为例；“半导体器件”包含“微半导

体结构”、以及可供成长“微半导体结构”的晶圆。如本文中所使用的“目标基板”以薄膜晶体

管为例。

[0023] [第一实施例]

[0024] 图1A、图2A至图2I、图3A至图3G、图6A至图6B所示者，为本发明的用于批量移转微

半导体结构的方法，其主要概念的流程图及大部分的制作过程示意图。

[0025] 请先参阅图2B，一半导体器件20包括一原生基板22、以及由原生基板22成长的阵
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列式微半导体结构24。该阵列式微半导体结构24是定义为：多个微半导体结构24，其以阵列

排列所构成；各该半导体结构24是具有至少一电极244。或，该阵列式微半导体结构24，亦可

以为制作过程完整且个别独立的多个微发光二极管晶粒。

[0026] 如图1A所示，本发明用于批量移转微半导体结构的方法至少包括步骤S30、步骤

S40、与步骤S50。

[0027] 步骤S20：参阅图2A与图2B，于一半导体器件20上贴附一黏着材30。其中，黏着材30

的实施，将因自身材料特性、微发光二极管种类、或移除原生基板22的方式不同而异。通常，

黏着材30包括一底材34、及设于底材34上的一黏着层32，黏着层32为光解离胶；唯，此黏着

材30所包含元件及其方式，仅为示例而非限制。

[0028] 步骤S30：参阅图2C，自该原生基板22选择性地剥离该阵列式微半导体结构24的一

部分，本实施例是采雷射剥离技术进行选择性剥离；此外，选择性批量剥离的图样，通常对

应至一目标基板50(参阅图2I)上的图样设计。此时，因批量选择的时间点发生在雷射剥离

步骤，其后的黏贴装置40是否预先制作凹凸图案则不影响后续的批量移转；换句话说，沿用

常用微接触印刷的凹凸图案亦非为本发明所排除。惟，若采用未默认凹凸图案的均一平整

的印刷面，将能进一步避免采用凹凸图案印刷所遭遇的技术障碍。参阅图2D，移动半导体器

件20，使被批量选择的阵列式微半导体结构24于原生基板22离开后，仍留置于黏着材30。此

时的半导体器件20，原生基板22还留有未被批量选择的微半导体结构24，此等未被批量选

择的阵列式微半导体结构，亦随着原生基板22离开黏着材30，而脱离黏着材30。

[0029] 步骤S40：参阅图2E至图2H，提供一黏贴装置40，将该被批量选择的阵列式微半导

体结构24经由黏贴装置40移转至目标基板50；本实施例中，黏贴装置40可具有保持均一平

整之一黏贴表面42。参阅图2E，黏贴装置40为一黏贴平面，黏贴表面42形成于黏贴平面；黏

贴平面沿着垂直黏着材30的方向，朝黏着材30移动，以黏贴该被批量选择的阵列式微半导

体结构24。参阅图2F，照射紫外光，以熟化(curing)具有光解离胶的黏着材30，降低黏着材

30与该被批量选择的阵列式微半导体结构24之间的黏性。参阅图2G，黏贴装置40带着该批

量的阵列式微半导体结构24，沿垂直黏着材30的方向，脱离黏着材30。参阅图2H，黏贴装置

40将该批量的阵列式微半导体结构24，移转至目标基板50；通常，目标基板50至少定义有一

薄膜基板52、以及于薄膜基板52上的多个导电部54；导电部54可为金属电极、可预熔而具黏

着性，或导电部54可为进一步包含在金属电极上预设的焊料或类似功效的黏着材料；惟，导

电部54的实施方式仅为示例而非拘束本发明。参阅图2I，透过目标基板50的该导电部54与

该被批量选择的阵列式微半导体结构24的电极244彼此黏着，于该被批量选择的阵列式微

半导体结构24定位于目标基板50之时或之后，移除黏贴装置40。

[0030] 参照图4A至图4B，黏贴装置的另一实施方式为至少一黏贴滚轮40b，一黏贴表面

42b形成于黏贴滚轮40b，并由黏贴滚轮40b将该批量的阵列式微半导体结构24定位于目标

基板50。

[0031] 参照图5A，黏贴装置仍为一黏贴平面40c，黏贴表面42c形成于黏贴平面40c，黏贴

平面40c将该批量的阵列式微半导体结构24定位于目标基板50后，是以具有角度的撕除方

式移除黏贴平面40c。同理，黏贴平面40c亦能够以具有角度的方式，黏贴该批量的阵列式微

半导体结构24。

[0032] 同时参照图1A、图3A至图3G，用来说明还留有未被批量选择的微半导体结构24的
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同一半导体器件20，可再次进行步骤S20、S30、S40。

[0033] 步骤S20：参阅图3A，同一半导体器件20上，由原生基板22选择性地剥离该阵列式

微半导体结构24的一部或全部。

[0034] 步骤S30：参阅图3B，选择性剥离的图样，可对应至同一目标基板50、或另一目标基

板。假若图3B步骤，其剥离未被批量选择微半导体结构24的全部，此时将原生基板22已可单

独且完全移除，参阅图3C。

[0035] 步骤S40：参阅图3D至图3G，提供黏贴装置，可选用同一黏贴装置40，或新的黏贴装

置40a，将该批量的阵列式微半导体结构24，移转至目标基板；目标基板可为图2H、图2I中的

原目标基板50、或另一目标基板50a，目标基板50a定义有类似原目标基板50之一薄膜基板

52a、以及于薄膜基板52a上的多个导电部54a。黏贴装置40a同样保持均一平整之一黏贴表

面42。参阅图3D，黏贴装置40a黏贴留置于黏着材30上的阵列式微半导体结构24。参阅图3E，

紫外光熟化具光解离胶的黏着材30，降低黏着材30与阵列式微半导体结构24之间的黏性。

参阅图3F，黏贴装置40a带着该批量的阵列式微半导体结构24，脱离黏着材30。参阅图3G，黏

贴装置40a将该批量的阵列式微半导体结构24，移转并定位至目标基板50a后，移除黏贴装

置40a。

[0036] [第二实施例]

[0037] 图1B、图6A与图6B所示者为图1A的流程再细化说明；指示上相同、功能上类似的步

骤与元件采用相同标号。

[0038] 本实施例中，步骤S20之前，还包括步骤S10：置备半导体器件20。

[0039] 步骤S10，至少包括二步骤：步骤S12、S14。步骤S12提供有成长一结构层240的原生

基板22(如图6A)；步骤S14于该结构层240进行后续制作过程，以完成阵列排列于原生基板

22上的多微半导体结构24(如图6B)。结构层240的制备到完成多微半导体结构24的全部过

程，可不必连续实施；换句话说，步骤S12、S14，或可间断、穿插、接续其他制作过程，只要达

到可制备阵列排列的微半导体结构24即可。结构层240与阵列式微半导体结构24具有定义

相同的第一表面242s与第二表面244s。该阵列式微半导体结构24的第一表面242s由微半导

体半结构242所定义，该阵列式微半导体结构24以第一表面242s附着至原生基板22；该阵列

式微半导体结构24的第二表面244s相对第一表面242s、而由电极244所定义。

[0040] [第三实施例]

[0041] 图1C、图7A与图7B、图8A至图8D所示者为本发明的第三实施例，因微半导体结构的

电极不同而有如下置备方式；为便于更理解本实施例，微半导体结构的电极以垂直式电极

为例。指示上相同、功能上类似第二实施例的其他步骤采用相同标号。

[0042] 步骤S10中至少包括步骤S12、S14、S16。

[0043] 步骤S12，提供有成长一结构层640的原生基板62(如图7A)。

[0044] 步骤S14，于结构层640进行后续制作过程，以完成阵列排列于原生基板62上的多

微半导体结构64；其中，阵列式微半导体结构64的上下电极644仅具备其一。该阵列式微半

导体结构64的第一表面642s由微半导体半结构642所定义，该阵列式微半导体结构64以第

一表面642s附着至原生基板62；该阵列式微半导体结构64的第二表面644s相对第一表面

642s、而由电极644所定义(如图7B)。

[0045] 并于步骤S20中，以具备电极644之一端贴附黏着材70(如图8A)；选择性剥离批量
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的阵列式微半导体结构64(如图8B)。

[0046] 在步骤S40后，该批量的阵列式微半导体结构64移转至一目标基板900，目标基板

90布设有多个导电部94，各该微半导体结构64仅以前述单一电极644与目标基板90的导电

部94相接(如图8C)。

[0047] 步骤S16：于该批量的阵列式微半导体结构64置备另外一电极644(如图8D)。

[0048] 本文中的“批量移转”，其可选择至少一排的至少部分的微半导体结构24、64进行

移转；或选择多排微半导体结构24、64进行移转；或选择一排微半导体结构24、64中的一部

分的微半导体结构24、64进行移转；或选择多排微半导体结构24、64中的一部分的微半导体

结构24、64进行移转；或前述任何组合与变化。同样地，“批量拾取”通常视目标基板50、50a

的设计需求而决定，本文示例是便于说明，而非拘束对“批量拾取”的解释。

[0049] 上述实施例及其流程，均可互相拆解错置或替换或混合实施；并在制作过程条件

允许的情况下，一并实施。

[0050] 所以，本发明可通过主步骤的替换、或拆解/替换次步骤、或调整至少一次步骤在

其他主步骤内的实施顺序，在制作过程条件允许的情况下，以此概念排列组合。

[0051] 藉此，采用本发明的用于批量移转微半导体结构的方法，以有效、与有效率地允许

进行批量或巨量拾取微半导体结构24、64(微尺度结构/器件)的阵列选择及整合于目标基

板50、50a、90(非原生基板)上。不仅可应用于不同的微发光二极管晶粒或器件或半成品，更

能广泛地应用于各种微半导体结构的批量或巨量移转领域。

[0052] 综上所述，在本发明的用于批量移转微半导体结构的方法，其功效包含，但不局限

本发明：

[0053] 1、使批量选择的时间点发生在雷射剥离步骤，可不拘束其后的黏贴装置是否需要

预先制作凹凸图案，使制作过程本身更具有调配弹性。

[0054] 2、使批量选择的时间点发生在雷射剥离步骤，可使其后的黏贴装置无须预先制作

凹凸图案，避免使用常用微接触印刷制作过程所衍生的技术困难。

[0055] 3、允许此等超薄、易碎及/或小型器件的选择及应用而不导致对器件自身的损坏。

[0056] 4、达到有效且有效率地，进行批量或巨量移转微半导体结构至目标基板上。

[0057] 5、减少组装成本及增大产量，可广泛地应用于各种微半导体结构的批量或巨量移

转领域。

[0058] 以上所述仅为举例性，而非为限制性者。任何未脱离本发明的精神与范畴，而对其

进行的等效修改或变更，均应包含于后附的权利要求中。
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图1A
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图1B
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图1C
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图3B
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图6A
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图7B

图8A

图8B
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图8C

图8D
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